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成膜・測定方法研究の目的
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実験結果（Ga濃度勾配、STEM、EDX、I-V曲線、C-V測定、外部量子効率）

単結晶Cu(In,Ga)Se2太陽電池の高効率化技術の開発
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単結晶化による
光吸収層の高品質化
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I-V curves and C-V measurements

Measurements
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成長温度: 570 ℃

Ga濃度(GGI): 0.6, Cu濃度(CGI) : 0.9
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初期値 19.3 0.790 32.5 0.751 0.48 6000 1.2 1x10-7 1.6

熱・光照射後(HLS) 20.0 0.815 32.6 0.753 0.45 3000 0.18 7x10-8 1.6
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Eg = 1.27 eV

・ MBE法により粒界のないCIGS層成膜に成功した

・ KF-PDTにより、表面平坦性が向上する

・高In組成CIGS層導入によって、転位が発生する

・ Ga濃度勾配、HLSによって変換効率20%を達成

・構造最適化、ドーピング等により高効率化を狙う

CIGSエピタキシャル成長

太陽電池特性、今後の課題
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